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Introducao |

O estudo das propriedades de folhas individuais de
grafeno tem despertado o interesse de grupos de
pesquisa, principalmente em  estudos de
sensoriamento e biosenssoreamento. No entanto,
alguns trabalhos recentes publicados na literatura
mostram o efeito negativo de impurezas nas
propriedades eletrbnicas e eletroquimicas do
grafeno [1,2]. Neste trabalho, realizou-se o estudo
eletroquimico e elétrico de folhas individuais de
grafeno obtidas por CVD (chemical vapor
deposition) com o objetivo de remover as impurezas
remanescentes do processo de transferéncia do
grafeno via eletroquimica. A eletro-dissolugdo do
cobre/oxidos de cobre remanescentes foram
realizadas em meio aquoso acido de forma que a
estrutura eletrénica e morfologia foram avaliadas por
espectroscopia RAMAN e AFM com o objetivo de
avaliar possiveis mudancas estruturais apés o
procedimento de eletro-dissolucdo (e-etching),
respectivamente.

Resultados e Discussao |

Apo6s a transferéncia da folha de grafeno em
substratos de Si/SiO,, o estudo voltamétrico foi
inicialmente realizado em tampédo fosfato de sédio
pH 7, como mostrado na figura 1.
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Figura 1. Voltamogramas ciclicos do (l) grafeno
obtido pelo procedimento de lavagem convencional,
(I1) folha de grafeno CVD e (lll) grafeno transferido
para o substrato de Si/SiO, com lavagem adicional
com solucéo de HCI:H,0, sobre o topo do substrato.
Inset: Zoom da regido da curva lll. Eletrélito suporte:
tampéo fosfato de sodio 0,1 mol L™, pH 7.
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O estudou mostrou que apds a lavagem quimica
ainda permanecem residuos de cobre nas folhas de
grafeno. A figura 2a mostra a eletro-dissolucdo do
cobre remanescente das folhas de grafeno e a
figura 2b e ¢ mostram as imagens de AFM antes e
apos o procedimento de eletro-dissolucao.
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Conclusodes

O procedimento de e-etching permitiu a remocéo do
cobre remanescente em meio Acido com eficdcea
sem alteragdo de suas propriedades morfologicas,
como mostrado nas imagens de AFM. Ainda, uma
melhora nas  propriedades  eletrbnicas e
eletroquimicas foi observada.
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